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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結像レンズモジュールと、
　前記結像レンズモジュールの下方に配置され基板を保持するよう構成された基板テーブ
ルと、
　リソグラフィ装置の洗浄に適合された洗浄モジュールとを備え、
　前記洗浄モジュールは、
　第一の板体と、
　第一の導電性板体を備え、前記第一の板体から間隔をあけて配置された第二の板体と、
　第二の導電性板体を備え、前記第二の板体から間隔をあけて配置された第三の板体と、
　前記第一の板体と前記第二の板体との間の進入路と、
　前記第二の板体と前記第三の板体との間の進出路とを備え、
　前記第一の導電性板体と前記第二の導電性板体は、第一の電圧を印加することを特徴と
するリソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記結像レンズモジュールと前記基板テーブル上の基板との間の空間へ液浸流体を供給
するよう構成された液浸流体保持モジュールをさらに備える請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記洗浄モジュールが、第二の電圧を印加した洗浄されるべき構成の前記結像レンズ、
前記基板テーブル、及び前記液浸流体保持モジュールのうち少なくとも一つを洗浄するよ
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う作動可能である請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記洗浄モジュールが、前記進入路を経て通過し、前記洗浄されるべき構成の表面を通
り過ぎる帯電ガスを供給するために、帯電ガス入口を備える請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記帯電ガスは、前記洗浄されるべき構成の表面から前記進出路に移動する請求項４記
載の装置。
【請求項６】
　前記帯電ガスは、帯電ガス噴出器、イオンシャワー、および前記第一の板体と前記第二
の板体による発生、から成る群から選択されて供給されるものである請求項４または５記
載の装置。
【請求項７】
　前記第一の電圧は負の電圧であり、前記第二の電圧は正の電圧である請求項１～６のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第一の電圧は正の電圧であり、前記第二の電圧は負の電圧である請求項１～６のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　第一の板体と、
　第一の導電性板体を備え、前記第一の板体から間隔をあけて配置された第二の板体と、
　第二の導電性板体を備え、前記第二の板体から間隔をあけて配置された第三の板体と、
　前記第一の板体と前記第二の板体との間の進入路と、
　前記第二の板体と前記第三の板体との間の進出路とを備えた洗浄モジュールとを具備す
るリソグラフィ装置の準備と、
　前記洗浄モジュールを利用することによる前記リソグラフィ装置に対する洗浄工程の実
行と、
　結像層で表面を覆われた基板に対する露光工程の実行と
　から構成されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記洗浄工程の機能はさらに、
　前記第一の導電性板体と前記第二の導電性板体に第一の電圧を印加し、
　前記リソグラフィ装置の洗浄されるべき構成に第二の電圧を印加し、
　前記洗浄されるべき構成の表面に、前記進入路を経て通過する帯電ガスを導入し、
　前記帯電ガスを利用して、前記洗浄されるべき構成から前記進出路へ、前記洗浄される
べき構成に付着する粒子を追い出すこと
　から構成される請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記洗浄工程の機能はさらに、
　前記第一の導電性板体と前記第二の導電性板体に第一の電圧を印加し、
　前記リソグラフィ装置の洗浄されるべき構成に第二の電圧を印加し、
　前記洗浄されるべき構成の表面に、前記進入路を経て通過する帯電ガスを導入し、
　前記帯電ガスを利用して、前記洗浄されるべき構成から前記進出路へ、前記洗浄される
べき構成に付着する粒子を取り除くこと
　から構成される請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記洗浄されるべき構成は、結像レンズ，基板テーブル，及び液浸流体保持モジュール
のうち少なくとも一つである請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　帯電ガス噴出器、イオンシャワー、および前記第一の板体と前記第二の板体による発生
、から成る群から選択された前記帯電ガスを供給するために、帯電ガス入口を導入する請
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求項１０～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第一の電圧は負の電圧であり、前記第二の電圧は正の電圧である請求項９～１３の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第一の電圧は正の電圧であり、前記第二の電圧は負の電圧である請求項９～１３の
いずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液浸リソグラフィ装置及び方法に関する。
【０００２】
　半導体製造技術が、例えば65ナノメートル，45ナノメートル，及びそれ以下などの微小
形状について継続的に発展するにつれて、液浸リソグラフィ方法が採用されてきている。
【０００３】
　なお、本発明は、２００５年１０月２４日に出願された米国特許出願第６０／７２９５
６５号の利益を主張し、その内容は参考のためこの明細書に添付される。
【０００４】
　本情報開示は、以下の同一出願人による米国特許出願に関し、全情報開示は参考のため
この明細書に添付される
（１）２００４年８月４日に出願され、本発明と同一の発明者及び同一の譲受人である米
国特許出願第（代理人整理番号ＴＳＭＣ２００３－１５４５）号「高周波超音波液浸リソ
グラフィ露光装置及び方法」
（２）２００５年１０月１５日に出願され、本発明と同一の発明者及び同一の譲受人であ
る米国特許出願第（代理人整理番号ＴＳＭＣ２００４－０５５３）号「液浸リソグラフィ
に適した露光方法及び装置」
（３）出願され（日時不明）、本発明と同一の発明者及び同一の譲受人である米国特許出
願第（代理人整理番号ＴＳＭＣ２００５－００２２）号「液浸リソグラフィに適した装置
及び方法」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、液浸リソグラフィシステムを用いる露光工程の間は、例えば粒子や水残
留物などの汚れが液浸リソグラフィシステム内に取り込まれ、その中で処理される半導体
ウエハをさらに汚す虞がある。このような汚れは、不良や歩留まりの悪化を引き起こし得
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本リソグラフィ装置は、結像レンズモジュールと、前記結像レンズモジュールの下方に
配置され基板を保持するよう構成された基板テーブルと、リソグラフィ装置の洗浄に適合
された洗浄モジュールとを備え、前記洗浄モジュールは、第一の板体と、第一の導電性板
体を備え、前記第一の板体から間隔をあけて配置された第二の板体と、第二の導電性板体
を備え、前記第二の板体から間隔をあけて配置された第三の板体と、前記第一の板体と前
記第二の板体との間の進入路と、前記第二の板体と前記第三の板体との間の進出路とを備
え、前記第一の導電性板体と前記第二の導電性板体は、第一の電圧に接続するものである
。
【０００７】
　本装置は、前記結像レンズモジュールと前記基板テーブル上の基板との間の空間へ液浸
流体を供給するよう構成された液浸流体保持モジュールをさらに備える。
【０００８】
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　本装置は、第二の電圧に接続した洗浄されるべき構成の前記洗浄モジュールが、前記結
像レンズ，前記基板テーブル，及び前記液浸流体保持モジュールのうち少なくとも一つを
洗浄するよう作動可能である。
【０００９】
　本装置は、前記洗浄モジュールが、前記進入路を経て通過し、前記洗浄されるべき構成
の表面を通り過ぎる帯電ガスを供給するために、帯電ガス入口を備える。
【００１０】
　本装置は、前記帯電ガスが、前記洗浄されるべき構成の表面から前記進出路に移動する
。
【００１１】
　本装置は、前記帯電ガスが、帯電ガス噴出器、イオンシャワー、および前記第一の板体
と前記第二の板体による発生、から成る群から選択されて供給されるものである。
【００１２】
　本装置は、前記第一の電圧は負の電圧であり、前記第二の電圧は正の電圧である。
【００１３】
　あるいは本装置は、前記第一の電圧は正の電圧であり、前記第二の電圧は負の電圧であ
る。
【００１４】
　本方法は、第一の板体と、第一の導電性板体を備え、前記第一の板体から間隔をあけて
配置された第二の板体と、第二の導電性板体を備え、前記第二の板体から間隔をあけて配
置された第三の板体と、前記第一の板体と前記第二の板体との間の進入路と、前記第二の
板体と前記第三の板体との間の進出路とを備えた洗浄モジュールとを具備するリソグラフ
ィ装置の準備と、前記洗浄モジュールを利用することによる前記リソグラフィ装置に対す
る洗浄工程の実行と、結像層で表面を覆われた基板に対する露光工程の実行とから構成さ
れる。
【００１５】
　本方法は、前記洗浄工程の機能がさらに、前記第一の導電性板体と前記第二の導電性板
体に第一の電圧を印加し、前記リソグラフィ装置の洗浄されるべき構成に第二の電圧を印
加し、前記洗浄されるべき構成の表面に、前記進入路を経て通過する帯電ガスを導入し、
前記帯電ガスを利用して、前記洗浄されるべき構成から前記進出路へ、前記洗浄されるべ
き構成に付着する粒子を追い出すことより構成される。
【００１６】
　あるいは本方法は、前記洗浄工程の機能がさらに、前記第一の導電性板体と前記第二の
導電性板体に第一の電圧を印加し、前記リソグラフィ装置の洗浄されるべき構成に第二の
電圧を印加し、前記洗浄されるべき構成の表面に、前記進入路を経て通過する帯電ガスを
導入し、前記帯電ガスを利用して、前記洗浄されるべき構成から前記進出路へ、前記洗浄
されるべき構成に付着する粒子を取り除くことより構成される。
【００１７】
　本方法は、前記洗浄されるべき構成が、結像レンズ，基板テーブル，及び液浸流体保持
モジュールのうち少なくとも一つである。
【００１８】
　本方法は、帯電ガス噴出器、イオンシャワー、および前記第一の板体と前記第二の板体
による発生、から成る群から選択された前記帯電ガスを供給するために、帯電ガス入口を
導入する。
【００１９】
　本方法は、前記第一の電圧は負の電圧であり、前記第二の電圧は正の電圧である。
【００２０】
　あるいは本方法は、前記第一の電圧は正の電圧であり、前記第二の電圧は負の電圧であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２１】
　本開示内容における外観は、添付図と共に読むときに以下の詳細な説明から最もよく理
解される。標準的技法に従って、種々の特徴が縮尺で描かれないことに留意されたい。つ
まり、種々の特徴の寸法は、議論の明快化のために、適宜、増加又は減少され得る。
【００２２】
　以下の開示内容は、種々の実施形態の異なる特徴を有する多くの異なる実施例又は用例
を提供することが理解される。処理及び構成要素の具体的な実施例は、本開示内容を簡略
化するために、以下に説明される。もちろん、これらはただの例にすぎず、限定を意味す
るものではない。さらに、本開示内容は、種々の実施例中における参照番号及び／又は見
出し文字を繰り返す場合がある。この繰り返しは、簡略化及び明瞭化の目的であり、議論
された種々の実施例及び／又は構成間の関係をそれ自身決定づけるものではない。
【００２３】
　図１を参照すると、図示されたものは、液浸リソグラフィシステム100における実施例
の概略図である。システム100は、パターン形成するためのシステム100によって処理され
る基板を保持するために、基板テーブル110を備える。基板テーブル110は、基板ステージ
でもよく、又はその一部として基板ステージを備えてもよい。基板テーブル110は、シス
テム100に対して基板を固定しかつ移動させることが可能である。例えば、基板テーブル1
10は、基板配列，ステップ移動，及びスキャンのための並進及び／又は回転の移動ができ
るように設計されてもよい。基板テーブル110は、正確な移動を行うに適した種々の構成
要素を備えてもよい。
【００２４】
　基板テーブル110によって保持され、システム100によって処理される基板は、例えばシ
リコンウエハなどの半導体ウエハであり得る。また、前記半導体ウエハは、元素半導体，
化合物半導体，半導体合金，又はそれらの組み合わせを含み得る。前記半導体ウエハは、
例えば、パターン化されたポリシリコン，金属，及び／又は誘電体などの一乃至複数の材
料層を含んでもよい。前記基板は、その上に形成された結像層をさらに含み得る。前記結
像層は、パターン作成のための露光工程に対して反応の良いフォトレジスト層（レジスト
層，感光層，パターニング層）であり得る。前記結像層は、ポジティブ又はネガティブ型
レジスト材料であってもよく、多層構造を有していてもよい。ある典型的なレジスト材料
は、化学増幅（ＣＡ）レジストである。
【００２５】
　液浸リソグラフィシステム100は、一乃至複数の結像レンズシステム（“レンズシステ
ム”と言う）120を備える。半導体ウエハは、レンズシステム120下方で基板テーブル110
上に配置され得る。レンズシステム120は、単レンズ又は複合レンズ及び／又はその他の
レンズ構成を具備し得る照明系（例えば集光装置）をさらに備え得る、又は一体であり得
る。例えば、照明系は、マイクロレンズアレイ，シャドウマスク，及び／又は他の構造を
備えてもよい。レンズシステム120は、単レンズ体又は複数のレンズ体を具備する対物レ
ンズをさらに備えてもよい。各レンズ体は、透明基板を備えても良く、複数のコーティン
グ層をさらに備えてもよい。透明基板は、従来型の対物レンズであってもよく、石英ガラ
ス（ＳiＯ2），フッ化カルシウム（ＣaＦ2），フッ化リチウム（ＬiＦ），フッ化バリウ
ム（ＢaＦ2），又は他の適した材料から成るものでもよい。各レンズ体に使用される材料
は、吸収及び散乱を最小限にするためにリソグラフィ工程で使用される光波長に基づいて
選択され得る。
【００２６】
　システム100は、例えば液浸流体又は洗浄流体などの流体140を保持するための液浸流体
保持モジュール130を備える。液浸流体保持モジュール130は、レンズシステム120の近く
（例えば周囲）に配置されてもよく、液浸流体を保持することに加えて、他の機能のため
に設計されてもよい。液浸流体保持モジュール130とレンズシステム120は、液浸ヘッドを
作り上げる（少なくとも一部）。液浸流体は、水（水溶液又は純水－DIW），高ｎ流体（
ｎは屈折率、193nm波長でｎ値は1．44より大きい），ガス，又は他の適した流体を含み得
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る。洗浄流体は、DIW，ガス，又は例えば周知のＳＣ－１，ＳＣ－２，又はピランハ溶液
など他の標準的な洗浄溶液を含み得る。種々の洗浄流体は、これらに限定されないが、イ
オン界面活性剤，非イオン界面活性剤，溶媒，ＮＨ4ＯＨ，Ｈ2Ｏ2，Ｏ3，ＰＧＭＥ／ＰＧ
ＭＥＡ（プロピレングリコールモノメチルエーテル／プロピレングリコールモノメチルエ
ーテルアセテート），シクロヘキサノール，イソプロピルアルコール（ＩＰＡ），アセト
ン，アルコール，モノエタノールアミン（ＭＥＡ）及びそれらの組み合わせを含み得る。
ガスは、これらに限定されないが、Ｏ3，プラズマガス及びＵＶ励起ガスを含み得る。選
択されるプラズマ及びＵＶ励起ガスは、限定されないが、Ｏ2，Ｎ2，Ａｒ又は空気を含み
得る。
【００２７】
　液浸流体保持モジュール130は、露光工程用の液浸流体を供給する、洗浄用の洗浄流体
を供給する、乾燥用のパージ空気を供給する、パージ（排除）される流体を除去する、及
び／又は他の適当な機能を果たすための様々な装置（又はノズル）を備えてもよい。特に
、モジュール130は、レンズシステム120と基板テーブル110上の基板との間の空間内に、
液浸流体を供給及び移送するために、液浸流体入口としての開口部132ａを備え得る。開
口部132ａ及び／又は追加の開口部132ｂは、共同で、洗浄のための洗浄流体又は洗浄ガス
を供給することができる。或いは、洗浄流体は、追加の洗浄流体開口部を通じて供給され
てもよい。モジュール130は、液浸流体，洗浄流体又はパージされるべき他の流体を除去
するために、出口としての開口部134を備え得る。モジュール130は、流体残留物をパージ
し、洗浄された表面を乾燥させるための乾燥ガスを供給するために、開口部136を備え得
る。このような洗浄工程は、約0．1秒から30分までにわたる範囲の継続時間を有し得る。
【００２８】
　システム100は、基板テーブル110とレンズシステム120との間の空間に満たされた洗浄
流体へ、超音波エネルギーを導入するよう作動可能な１つの超音波ユニット又は複数の超
音波ユニット150を備える。超音波ユニット150は、液浸流体保持モジュール130及び／又
は基板テーブル110に組み込まれるよう構成される。或いは、超音波ユニット150は、シス
テム100の他の構成と一体化されてもよい。超音波ユニット150は、効果的な洗浄のための
超音波エネルギーを供給するよう構成される。例えば、超音波ユニット150は、基板テー
ブル110及び／又は液浸流体保持モジュール130に内蔵されてもよく、超音波力が洗浄流体
へ十分運ばれるように、洗浄流体で満たされた空間に近接又は隣接して配置されてもよい
。超音波ユニット150は、周知の圧電素子を通じて電気エネルギーを超音波エネルギーに
変換する超音波発生器を備えてもよい。超音波ユニット150は、例えば水晶振動子，バリ
ウムチタネート，セラミック圧電材料，及び他の適した材料などの圧電材料を備えてもよ
い。超音波ユニット150は、およそ１kHzから１GHzまでにわたる範囲の周波数で超音波エ
ネルギーを発生可能なように設計されてもよい。超音波ユニット150は、効果的な洗浄の
ための洗浄流体へ超音波力を伝達することができる。伝達された超音波力は、およそ１ミ
リワットから１キロワットまでにわたる範囲とすればよい。超音波力及び周波数は、所定
の手法に従って調整され得る。各超音波ユニットは、様々な洗浄要求及び性能に応じて、
個別に調整及び生成され得る。
【００２９】
　また、システム100は、洗浄流体源から洗浄流体を供給するために、洗浄流体供給器160
を備える。洗浄流体供給器160は、液浸流体保持モジュール130と一体化してもよい。また
、システム100は、所定の手法に従う一層高い温度へ洗浄流体を加熱するよう設計及び構
成されてもよく、洗浄流体供給器160の近傍に配置されたヒーター170を備え得る。例えば
、洗浄流体は、およそ25℃から125℃までにわたる範囲の温度に加熱され得る。特定の例
では、洗浄流体は、約40℃の温度に加熱され得る。ヒーター170には、例えば赤外線加熱
，マイクロ波加熱，及び誘導性コイルなどの適した技術が利用され得る。或いは、洗浄流
体は、システム100における洗浄流体源の外側で加熱された後、システム内に導入されて
もよい。
【００３０】
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　液浸リソグラフィシステム100は、放射線源をさらに備えてもよい。放射線源は、紫外
線（ＵＶ）又は極端ＵＶ（ＥＵＶ）光源に適するものでもよい。例えば、放射線源は、43
6nm（Ｇ線）又は365nm（Ｉ線）の波長を有する水銀ランプ、248nm波長のフッ化クリプト
ン（ＫｒＦ）エキシマレーザ、193nm波長のフッ化アルゴン（ＡｒＦ）エキシマレーザ、1
57nm波長のフッ化物（Ｆ2）エキシマレーザ、又は所望の波長（すなわち、略100nm以下）
を有する他の光源とすればよい。
【００３１】
　フォトマスク（マスク又はレチクルとも言う）は、液浸リソグラフィ工程中にシステム
100内へ導入され得る。マスクは、透明基板とパターン化された吸着層を備えてもよい。
透明基板には、例えばホウケイ酸ガラスやソーダ石灰ガラスなどの比較的欠点が無い石英
ガラス（ＳiＯ2）を使用すればよい。透明基板には、フッ化カルシウム及び／又は他の適
した材料を使用してもよい。パターン化された吸着層は、複数の工程と、例えば、クロム
（Ｃｒ）又は酸化鉄から成る金属膜を堆積する、又はＭｏＳｉ，ＺｒＳｉＯ，ＳｉＮ，及
び／又はＴｉＮから成る無機物膜などの複数の材料とを使用して形成され得る。
【００３２】
　上述のシステム100は、露光工程に加えて、洗浄工程を実行するために利用できる。超
音波ユニット150及び上述の洗浄機構と一体化された液浸リソグラフィシステム100は、基
板テーブル110，レンズシステム120，及び液浸流体保持モジュール130を含むシステム100
の様々な構成に対して、効果的な洗浄機能を提供できる。或いは、システム100はドライ
フォトリソグラフィパターニング工程にも利用でき、モジュール130は専用洗浄機能のた
めだけに異なって設計されてもよい。
【００３３】
　図２は、液浸リソグラフィシステム200における別の実施例の概略図を示す。システム2
00は、洗浄流体供給器210及び洗浄流体排液器220が異なる構成であることを除いて、図１
のシステム100と概ね同様であり得る。洗浄流体供給器210及び洗浄流体排液器220は、洗
浄流体が基板テーブル110を通って導入されたり除去されたりするように、基板テーブル1
10内に一体化されている。洗浄流体供給器210又は排液器220は、基板テーブルを通ってウ
エハ領域の外側位置に到達するよう構成され得る。また、例えばヒーター170などのヒー
ターが、洗浄流体を加熱するために、洗浄流体供給器210に隣接して含まれ構成されても
よい。
【００３４】
　図３は、洗浄モジュールを具備するリソグラフィシステム300における別の実施例の概
略図を示す。リソグラフィシステム300は、図１のシステム100又は図２のシステム200と
概ね同様であり得る。但し、システム300は、それと合体する分離洗浄モジュール310を具
備している。洗浄モジュール310は、種々の場所に到達するよう移動可能に設計される。
洗浄モジュール310は、様々な動作を実現するロボットを備える、又はそれと一体化され
てもよい。例えば、洗浄モジュール310は、露光工程中に露光光線を妨害することなく、
アイドル位置へ移動するよう作動する。洗浄モジュール310は、レンズシステム120又は液
浸流体保持モジュール130に近接して洗浄位置へ移動するよう作動し、洗浄されるべきレ
ンズシステム120又は液浸流体保持モジュール130の表面に対して液浸流体を保持する。ま
た、洗浄モジュール310は、その中に組み込まれた、超音波ユニット150，洗浄流体供給器
210又は210ａ，及び洗浄流体排液器220又は220ａを同様に備える。洗浄流体供給器210及
び洗浄流体排液器220は、洗浄流体が基板テーブル110を通って導入されたり除去されたり
するように、洗浄モジュール310の底部に内蔵され得る。システム300は、洗浄流体を加熱
するために、図１のヒーター170と同様のヒーターを洗浄流体供給器210に隣接して備えて
もよい。超音波ユニット150は、効果的な洗浄のための超音波エネルギーを供給するよう
構成される。例えば、超音波ユニット150は、洗浄モジュール310に固定されてもよく、超
音波力が継続的に洗浄流体へ移送されるように、その中に満たされた洗浄流体に近接又は
隣接して配置されてもよい。また、洗浄モジュール310は、例えば洗浄された表面を乾燥
させるために、パージガス又は加熱ガスを供給する装置などの他の装置を備えてもよい。
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特に、洗浄モジュール310は、レンズ洗浄又は他の適当な洗浄機能のために、ドライリソ
グラフィシステムに内蔵されてもよい。
【００３５】
　図４ａ及び図４ｂは、洗浄モジュールを具備するリソグラフィシステム400における他
の実施例の概略図を示す。リソグラフィシステム400は、図３のシステム300と概ね同様で
あり得る。但し、システム400は、異なって構成された分離洗浄モジュール410を備える。
洗浄モジュール410は、種々の場所へ移動するよう作動可能に設計される。また、洗浄モ
ジュール410は、その中に組み込まれた、超音波ユニット150，洗浄流体供給器210，及び
洗浄流体排液器220を同様に備える。洗浄流体供給器210及び洗浄流体排液器220は、洗浄
モジュール410の側面部に内蔵され、超音波ユニット150は洗浄モジュール410の底部に構
成される。また、洗浄モジュール410は、洗浄流体で満たされた空間を囲むために、頂上
部を備えてもよい。特に、洗浄モジュール410は、レンズ洗浄又は他の適当な洗浄機能の
ために、ドライリソグラフィシステムに内蔵されてもよい。また、洗浄モジュール410は
、同じ洗浄流体供給器210及び洗浄流体排液器220を使用して、又は追加のパージガス供給
器及び排気器を使用して、パージ工程を実行するよう作動可能であってもよい。
【００３６】
　図５は、洗浄モジュールを具備するリソグラフィシステム500における別の実施例の概
略図を示す。リソグラフィシステム500は、図３のシステム300、又は図４ａ及び図４ｂの
システム400と概ね同様であり得る。システム500は、基板テーブル110又は他の構成を洗
浄するために、異なって構成された分離洗浄モジュール510を備える。洗浄モジュール510
は、アイドル位置及び洗浄位置を含む種々の場所へ移動するよう作動可能に設計される。
例えば、洗浄モジュール510は、基板テーブル110に近接した位置へ移動するよう作動し、
洗浄されるべき基板テーブル110の表面に対して液浸流体を保持する。また、洗浄モジュ
ール510は、その中に組み込まれた、超音波ユニット150，洗浄流体供給器210，及び洗浄
流体排液器220を同様に備える。洗浄流体供給器210及び洗浄流体排液器220は洗浄モジュ
ール510の側面部に内蔵され、超音波ユニット150は洗浄モジュール510の頂上部に構成さ
れる。図１のヒーター170と同様のヒーターが、洗浄流体を加熱するために、備えられ適
切に構成されてもよい。また、洗浄モジュール510は、流体を引き込むために吸引口、及
び／又は乾燥用のパージガスを供給するためにパージ口を備え得る。
【００３７】
　図６は、システムの様々な表面に対して非接触洗浄工程を実行するために、リソグラフ
ィシステム又は他の半導体製造システムに組み込まれ得る噴出器610における実施例の概
略図を示す。噴出器610は、洗浄流体を供給するために、流体源へ接続されるよう設計さ
れる。噴出器610は、洗浄される構成620へ洗浄流体を発射するために、大気圧より高い噴
出圧力を有し得る。噴出器は、様々な角度で傾けられ、様々な配置に移動するよう作動す
る。特に、噴出器610は、特別洗浄流体（液体ガスと言う）を供給するよう設計される。
液体ガスは、最初は液体状態であり、噴出器610により構成620へ発射される。液体ガスが
目標表面に接触すると、ガス630へ変化して膨張する。このような液体から気体への噴出
変化は、構成620を洗浄するために利用でき、その上に付着した粒子640を除去する。洗浄
される構成620は、レンズ，基板テーブル，液浸流体保持モジュール，及びリソグラフィ
システムの他の部分を含み得る。構成620は、他の半導体製造装置の種々の機構を含むま
でに拡張され得る。様々な構成は、処理チャンバー又はウエハロボットの内壁を含み得る
。液体630は、液体窒素，液体アルゴン，又は洗浄中に構成620の温度より低い温度で液体
ガス転移をする液体状態で最初は供給される他の適した液体ガスを含み得る。噴出器610
は、さらに洗浄ガスを引き込むよう構成された吸引構成部と組み合わせることができる。
【００３８】
　図７は、システムの様々な表面に対して非接触洗浄工程を実行するために、リソグラフ
ィシステム又は他の半導体製造システムに組み込まれ得る静電洗浄モジュール700におけ
る実施例の概略図を示す。静電洗浄モジュール700は、静電相互作用を用いて構成620から
粒子又は他の汚れを除去するよう設計される。図７に示された典型的な構成の通り、静電
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洗浄モジュール700は様々な板体（又は他の適当な特徴部）710，720，及び730を備える。
板体720及び730は、導電性板体725及び735をそれぞれさらに備え得る。板体は、板体710
と板体720との間に進入路を形成し、板体720と板体730との間に進出路を形成するよう設
定される。上述した配置は、図示した洗浄されるべき構成620に隣接して位置され得る。
正の高電圧が、構成620へ印加され、構成620上に付着する粒子740も帯電され得る。負の
高電圧が導電性板体725及び735へ印加され得る。例えば帯電アルゴンなどの帯電ガス750
は、板体710及び720間の進入路を経て導入及び通過される。構成620の表面を通り過ぎる
時に、帯電ガス750は、構成620から粒子740を追い出す又は取り除き、板体720及び730間
の進出路に移動し得る。負電荷を帯びた板体725及び735を通過する時に、帯電した粒子74
0は、帯電した板体725及び735と共に静電相互作用を受ける。帯電した粒子740は、帯電し
た板体によって中和され得る、すなわち導電性板体725及び735へ引きつけられ得る。静電
洗浄モジュール700は、別な方法で異なって、効果的な洗浄及び最適化された機能のため
に設計されてもよい。例えば、構成620と導電性板体725及び735とは、逆に印加された高
電圧を有し得る。帯電ガス750は、種々の構成次第で、負帯電又は正帯電の状態がもたら
され得る。
【００３９】
　帯電ガス750は、帯電ガス噴出器，イオンシャワー，又は他の電荷発生器によって供給
されてもよい（板体710及び720によって発生されてもよい）。イオン発生器は、粒子を誘
起する静電放電（ＥＳＤ）を除去するために、イオンを構成620へ直接届ける。
【００４０】
　図８は、システムの様々な構成に対して洗浄工程を実行するために、リソグラフィシス
テム又は他の半導体製造システムに組み込まれ得る洗浄スクラバー（洗浄装置）800にお
ける実施例の概略図を示す。例えば、洗浄スクラバー800は、液浸リソグラフィシステム
に内蔵されてもよい。洗浄スクラバー800は、洗浄ヘッド810を備える。洗浄ヘッド810は
、スポンジ，繊維状ブラシ，又は他の適した構成で設計されてもよい。洗浄ヘッド810は
、ポリエチレン（ＰＥ），ポリビニルアルコール（ＰＶＡ），及びポリプロピレン（ＰＰ
）から成る群から選択された材料を含み得る。洗浄ヘッド810は、洗浄流体を運ぶための
移送路をさらに備え得る。
【００４１】
　洗浄スクラバー800は、洗浄ヘッド810を保持するよう設計されたホルダ820を備え得る
。洗浄スクラバー800は、ホルダ820を固定するための連結装置830をさらに備え、洗浄ヘ
ッド810の移送路へ連通する流体路を提供し、他の構成を保持するための構造を提供し得
る。モータ840は、その軸（連結装置830の方向に沿う）周りの回転，軸に沿った振動，そ
の軸に対して直行する一時的な振動（又は移動），又はそれらの組み合わせを含む様々な
モードにおいて移動する洗浄ヘッドを駆動するために、連結装置830を備え一体化され得
る。回転速度は、およそ１rpmから1000rpmまでにわたる範囲をとり得る。また、モータは
、回転なしで静止したままである。軸に沿った振動は、およそ0．5Hzから5000Hzまでにわ
たる範囲の周波数を有し得る。一時的な振動は、およそ0．5Hzから5000Hzまでにわたる範
囲の周波数を有し得る。洗浄スクラバー800は、洗浄流体へ超音波力を導入するために、
一体化された超音波ユニット850をさらに備え得る。超音波ユニット850は、図１の超音波
ユニット150の一つと同様であり得る。
【００４２】
　洗浄スクラバー800は、様々な洗浄流体を供給するための洗浄流体供給器860を備える。
例えば、洗浄流体供給器860は、種々の流体と制御流れオン／オフとその流速とをそれぞ
れ提供するために、複数の入口862ａ，862ｂ，及び862ｃと、入口に関連付けられた複数
のバルブ864ａ，864ｂ，及び864ｃとを備えるよう設計されてもよい。このようにして、
種々の流体は一定の比率で混合され得る、すなわち、単一の流体は、任意の時間中に流さ
れ、別の流体は様々な洗浄手法を実施するために他の時間中に流される。ある実施例にお
いては、入口862ａは、ＤＩＷを供給するために、ＤＩＷ源へ接続されてもよい。入口862
ｂは、第１の化学物質を供給するために、第１の化学物質源へ接続されてもよい。入口86
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2ｃは、第２の化学物質を供給するために、第２の化学物質源へ接続されてもよい。様々
な洗浄流体は、限定されないが、界面活性剤，溶媒，ＮＨ4ＯＨ，Ｈ2Ｏ2，Ｏ3，ＰＧＭＥ
／ＰＧＭＥＡ（プロピレングリコールモノエチルエーテル／プロピレングリコールモノエ
チルエーテルアセテート），シクロヘキサノール，イソプロピルアルコール（ＩＰＡ），
アセトン，アルコール，モノエタノールアミン（ＭＥＡ），及びこれらの組み合わせを含
み得る。洗浄流体供給器860は、図１のヒータ170と同様の一乃至複数のヒータを備え、関
連した流体を加熱するために構成されてもよい。
【００４３】
　図９は、システムの様々な表面に対して洗浄工程を実行するために、リソグラフィシス
テム又は他の半導体製造システムに組み込まれる洗浄噴出器900における別の実施例の概
略図を示す。例えば、洗浄噴出器900は、液浸リソグラフィシステムに内蔵されてもよい
。洗浄噴出器900は、液浸リソグラフィシステムへ一体化され、基板テーブル上に配置さ
れ得る。洗浄噴出器900は、図６の噴出器610と同様の噴出ヘッドを備えるが、異なる洗浄
手法を実施し異なる洗浄流体を用いるために異なって設計され得る。噴出圧力は、１気圧
より高く設計され得る。洗浄噴出器900は、およそ0．1cc/secから200cc/secまでにわたる
範囲の流速を有する洗浄流体を発射するよう設計され得る。
【００４４】
　洗浄噴出器900は、洗浄流体へ超音波エネルギーを導入する為に、それに一体化された
超音波ユニット850を備え得る。洗浄噴出器900は、その周囲に流体パージドライノズルを
さらに備え得る。洗浄噴出器900は、様々な洗浄流体を供給するために、洗浄流体供給器8
60を備える。例えば、洗浄流体供給器860は、種々の流体と制御流れオン／オフとその流
速とをそれぞれ提供するため、様々な洗浄手法を実施するために、複数の入口862ａ，862
ｂ，及び862ｃと、関連付けられた複数のバルブ864ａ，864ｂ，及び864ｃとを備えるよう
設計されてもよい。洗浄流体供給器860は、図１のヒータ170と同様の一乃至複数のヒータ
を備え、関連した流体を加熱するために構成されてもよい。洗浄噴出器900は、噴出器が
様々なモードにおいて移動可能であり、かつ予期されるどのような角度でも傾斜可能なよ
うに設計されたモータを備えてもよい。
【００４５】
　図１０は、図６乃至図９の洗浄ユニットの一つを一体的に有する洗浄モジュール1000に
おいて別の実施例の概略図を示す。洗浄モジュール1000は、例えば構成620などのシステ
ムの様々な一部分に対して洗浄工程を実行するために、リソグラフィシステム又は他の半
導体製造システムに組み込まれ得る。ある実施例においては、洗浄モジュール1000は、液
浸リソグラフィシステムに内蔵されてもよい。
【００４６】
　洗浄モジュール1000は、洗浄用空間を取り囲む、洗浄溶液を供給する、使用された洗浄
溶液を排液する、洗浄ユニットを保持する、及び例えばパージガスを供給するなど他の機
能を実行するよう設計された洗浄フレーム1010を備える。洗浄フレーム1010は、洗浄及び
／又は乾燥のためのパージガスを送出するために、そこに一体化されたパージガス送出シ
ステム1012を備え得る。パージガス送出システム1012は、工程作業圧力より高い圧力を有
するパージガスを供給する。パージガスは、窒素，アルゴン，圧縮乾燥空気，及び他の適
したガスを含み得る。パージガス送出システム1012は、パージガスを送出するための一乃
至複数の開口部を有し得る。パージガスは、乾燥用の加熱空気をさらに供給するために、
加熱構成部と接続されてもよい。洗浄フレーム1010は、洗浄流体，パージガス，及び／又
は他の廃流体すなわち残留物を除去するために、吸引排液システム1014を備える。吸引排
液システム1014は、負圧差により廃流体及び／又はパージガスが引き離すことができるよ
うに、工程作業圧力より低い圧力を有し得る。吸引排液システム1014は、排液効果を最大
限にすることを目的として設定された一乃至複数の開口部を有し得る。
【００４７】
　洗浄モジュール1000は、それに一体化された洗浄ユニット1020を備える。洗浄ユニット
1020は、図８の洗浄スクラバー800，図９の洗浄噴出器900，それらの組み合わせ，又は他
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の適した洗浄装置であってもよい。例として図示された洗浄ユニット1020は、構成，動作
，及び用途という点では、図８の洗浄スクラバー800と同様の洗浄スクラバーである。
【００４８】
　別の例においては、洗浄スクラバー800及び噴出器900は、様々な構成に結合され、例え
ば図１１に概略図として例示された洗浄モジュール1100などの洗浄フレーム1010と一体化
され得る。洗浄モジュール1100は、洗浄スクラバー800と、洗浄スクラバーの両側に配置
された２つの噴出器900とを備える。様々な洗浄ユニット800及び900は、１つの共通の洗
浄流体供給器860を共有するよう結合され得る。共通の洗浄流体供給器860は、洗浄流体を
加熱するために、それに組み込まれるヒータをさらに具備してもよい。
【００４９】
　図１２ａ及び図１２ｃを参照すると、洗浄モジュール1210は、一乃至複数の図１０の洗
浄モジュール1000又は図１１の洗浄モジュール1100と同様である。洗浄モジュールは、関
連システムの様々な構成を洗浄するために、リソグラフィシステム，特に液浸リソグラフ
ィシステム，又は半導体ウエハ製造装置と一体化されてもよい。例えば、洗浄モジュール
1210は、図１２ａに示した液浸流体保持モジュール130，図１２ｂに示したレンズシステ
ム120，及び／又はそこにウエハ1220が配置され得る基板テーブル110を洗浄するために、
利用され得る。洗浄モジュール1210は、種々のパターンで移動可能となるよう設計され得
る。例えば、洗浄モジュール1210が、図１３ａ，１３ｂ，及び１３ｃに示した様々なパタ
ーンで移動し得る。
【００５０】
　図１４ａ及び図１４ｂは、図８の洗浄スクラバー800又は他の適した洗浄ユニットを洗
浄するための自己洗浄システム及び方法における様々な実施例の概略図を示す。図１４ａ
に示された自己洗浄システムは、その中が洗浄溶液1420で満たされた洗浄タンク1410を備
える。洗浄タンク1410は、洗浄溶液1420を供給するために、例えば化学物質入口1412など
の他の特徴部を備える場合があり、有効的な洗浄効果を目的として洗浄溶液を十分に攪拌
するために、内蔵して超音波ユニットをさらに備えてもよい。その上、洗浄タンク1410は
、タンクに内蔵されるヒータを備えてもよい。洗浄スクラバー800の洗浄ヘッド810は、洗
浄用の洗浄溶液1420に完全に浸され得る。洗浄溶液1420は、ＳＣ１，ＳＣ２，ピランハ溶
液，Ｈ2Ｏ2，又はオゾン水，ＮＨ4ＯＨ／Ｈ2Ｏ2／Ｈ2Ｏ，又は他の適当な化学溶液を含み
得る。
【００５１】
　図１４ｂに示す機構は、洗浄タンク1430と、洗浄用の洗浄スクラバー800へ洗浄溶液を
発射するよう構成された噴出器900とを備える。この２つの自己洗浄システムは、様々な
洗浄モジュールに組み込まれ、さらに様々な半導体製造装置に組み込まれた洗浄スクラバ
ーを洗浄及び整備するために、二者択一的に又は共同で利用され得る。第１又は第２の自
己洗浄システムは、洗浄スクラバー800の一部として備えられ得る。
【００５２】
　図１乃至図１１に図示された洗浄ユニット又は洗浄モジュールにおける種々の実施例は
、一体化された洗浄ユニット又は洗浄モジュールを具備する半導体製造装置の例としての
役割を果たすだけである。これらの例は、限定を意図するものではない。様々な組み合わ
せ及び／又は変更が、異なる用途及び製造システムに適用され得る。
【００５３】
　図１５は、一体化された洗浄モジュールを用いて半導体製造装置を洗浄するためのある
典型的な方法1500のフローチャートを提供する。方法1500は、一体化された洗浄モジュー
ルを具備する半導体製造装置を準備することにより、ステップ1502で始まり得る。半導体
製造装置は、液浸リソグラフィシステム，又は代わりにドライリソグラフィシステム，又
は例えば物理気相蒸着（スパッタリング）システム，又は化学気相蒸着システムなどの半
導体製造装置であってもよい。洗浄モジュールは、図１乃至図５に示された様々な実施例
に構成された超音波ユニットを備え得る。洗浄モジュールは、液浸流体保持モジュールと
一体であってもよく、別個のモジュールであってもよい。洗浄モジュールは、例えば図６
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乃至図９に示されたものなど、洗浄スクラバー，噴出器，液体ガスを使用する噴出器，静
電洗浄器，超音波ユニット，またはそれらの組み合わせを含む他の洗浄ユニットを備え得
る。洗浄モジュールは、それぞれ、例えば、図１０及び図１１の洗浄モジュール1000又は
1100であってもよい。
【００５４】
　ステップ1504では、洗浄流体は、洗浄モジュールを通じて供給され、洗浄流体は、ＤＩ
Ｗ，界面活性剤，溶媒，ＮＨ4ＯＨ，Ｈ2Ｏ2，Ｏ3，ＰＧＭＥ／ＰＧＭＥＡ（プロピレング
リコールモノメチルエーテル／プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート），
シクロヘキサノール，イソプロピルアルコール（ＩＰＡ），アセトン，アルコール，モノ
エタノールアミン（ＭＥＡ）及びそれらの組み合わせを含み得る。洗浄流体は、およそ20
℃から70℃までにわたる範囲の温度を有し得る。典型的な洗浄流体は、Ｈ2Ｏ2，又はオゾ
ン水を含み得る。別の典型的な洗浄流体は、ＮＨ4ＯＨ／Ｈ2Ｏ2／Ｈ2Ｏを含み得る。
【００５５】
　ステップ1506では、方法1500は、例えばレンズ，基板テーブル，及び／又は液浸リソグ
ラフィシステムにおける液浸流体保持モジュールの洗浄など半導体洗浄装置の構成を洗浄
するために、洗浄工程を実行する。洗浄されるべきその他の典型的な構成は、ウエハロボ
ット又は処理チャンバーの壁を含み得る。洗浄工程中に、洗浄モジュールは、種々のパタ
ーンで移動し得る。洗浄モジュールにおける種々の機構又は機能は、同期的に作動し一緒
に機能し得る。例えば、超音波エネルギー及び／又は加熱エネルギーが、異なる洗浄用途
のための様々な洗浄手法に従う洗浄溶液へ導入されてもよい。ステップ1504及び1506は、
洗浄工程を実行するために、組み合わされ得る。洗浄工程は、およそ0．5秒から30分まで
にわたる範囲の継続時間を有し得る。方法1500は、洗浄工程の後にＤＩＷ洗い流し工程を
実行してもよい。
【００５６】
　方法1500は、前工程で洗浄された表面（又は構成）に対して乾燥工程を実行するために
、ステップ1508を続行する。乾燥工程1508は、洗浄モジュールを通じたパージガスの送出
を含む。パージガスは、アルゴン，窒素，又は他の適したガスを含み得る。乾燥工程は、
二者択一的に又は共同で、例えばＩＰＡなどの他の液体を用いて実施され得る。乾燥工程
は、洗浄流体を引き込むために、吸引構成部を用いて構成してもよい。
【００５７】
　ステップ1510では、洗浄が完了した後、例えば液浸リソグラフィ露光，ドライリソグラ
フィ露光，薄膜蒸着，又は関連システムにおいて実施可能な他の工程などの標準的な半導
体工程のために、例えば半導体ウエハなどの基板が基板テーブル上に搭載され配置され得
る。ステップ1504からステップ1508までの洗浄工程は、用具整備のための所定のスケジュ
ールで、又は特定のウエハ数が処理済みになった後、又は他の検査データ，テストデータ
，及び／又は認定データが所定の悪化を示す時に、実施される。
【００５８】
　このようにして、本開示内容は、リソグラフィ装置を提供する。前記装置は、結像レン
ズモジュールと、結像レンズモジュールの下方に配置され基板を保持するよう構成された
基板テーブルと、リソグラフィ装置の洗浄に適合された洗浄モジュールとを備え、洗浄モ
ジュールは、超音波ユニット，スクラバー，流体噴出器，静電洗浄器，及びそれらの組み
合わせから成る群から選択されたものである。
【００５９】
　前記装置は、結像レンズモジュールと基板テーブル上の基板との間の空間へ液浸流体を
供給するよう構成された液浸流体保持モジュールをさらに備え得る。洗浄モジュールは、
結像レンズ，基板テーブル，及び／又は液浸流体保持モジュールのうち少なくとも一つを
洗浄するよう作動可能であり得る。洗浄モジュールは、液浸流体保持モジュール及び基板
テーブルのうち少なくとも一つと一体化され得る。洗浄モジュールは、ロボットと一体化
され得る。洗浄モジュールは、回転，振動，水平動作，及びそれらの組み合わせから成る
群から選択されたモードで移動するよう構成され得る。洗浄モジュールは、洗浄モジュー
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ルで使用するための洗浄流体を供給するために、洗浄流体入口を備え得る。洗浄流体は、
液浸流体，化学溶液，パージガスから成る群から選択されたものであり得る。洗浄流体は
、界面活性剤，溶媒，ＮＨ4ＯＨ，Ｈ2Ｏ2，Ｏ3，ＰＧＭＥ／ＰＧＭＥＡ，シクロヘキサノ
ール，イソプロピルアルコール（ＩＰＡ），アセトン，アルコール，及びＭＥＡから成る
群から選択された材料を含み得る。洗浄モジュールは、洗浄流体を引き込むよう構成され
た吸引構成部を備え得る。超音波ユニットは、洗浄流体へ超音波エネルギーを供給するよ
う適合され得る。スクラバーは、スポンジとブラシとから選択されたものであり得る。ス
クラバーは、ポリエチレン（ＰＥ），ポリビニルアルコール（ＰＶＡ），及びポリプロピ
レン（ＰＰ）から成る群から選択された材料を含み得る。流体噴出器は、様々な圧力，角
度，及び動作で作動可能なものであり得る。流体噴出器は、洗浄用の液体ガスを使用する
よう構成され得る。
【００６０】
　また、本開示内容は、液浸リソグラフィ装置をも提供する。前記装置は、結像レンズモ
ジュールと、結像レンズの下方に配置され基板を固定するよう構成された基板テーブルと
、結像レンズモジュールとステージ上の基板との間の空間へ流体を供給するよう構成され
た流体モジュールと、液浸リソグラフィ装置を洗浄するために超音波エネルギーを供給す
るよう構成された超音波モジュールとを備える。
【００６１】
　前記装置において、超音波モジュールは、ステージ及び／又は流体モジュールに内蔵さ
れ得る。超音波モジュールは、洗浄を最も効果的にするための動作が可能であり得る。超
音波モジュールは複数の超音波ユニットを備え得る。超音波モジュールは、およそ１ミリ
ワットから１キロワットまでにわたる範囲の力と、およそ１KHzから１GHzまでにわたる範
囲の周波数とで超音波エネルギーを供給するよう作動可能であり得る。超音波モジュール
は、洗浄流体へ超音波エネルギーを供給するよう適合され得る。流体モジュールは、純水
，洗浄化学物質，窒素ガス，アルゴンガス，及びそれらの組み合わせから成る群から選択
された流体を供給するよう構成され得る。流体モジュールは、固体表面と接触してその上
でガスへ変化する液体ガスを供給するよう構成され得る。液体ガスは、窒素とアルゴンと
から成る群から選択されたものであり得る。流体モジュールは、０℃以下の温度で液体ガ
スを供給するよう構成され得る。
【００６２】
　また、本開示内容は、方法も提供する。この方法は、スクラバー，流体噴出器，超音波
ユニット，及び静電洗浄器のうち少なくとも一つを備えた洗浄モジュールを具備するリソ
グラフィ装置の準備と、洗浄モジュールを利用することによるリソグラフィ装置に対する
洗浄工程の実行と、結像層で表面を覆われた基板に対する露光工程の実行とを含む。洗浄
工程の実行は、液浸流体，化学溶液，液体ガス，及びパージガスから成る群から選択され
た洗浄流体の利用を含み得る。洗浄工程の実行は、界面活性剤，溶媒，ＮＨ4ＯＨ，Ｈ2Ｏ

2，Ｏ3，ＰＧＭＥ／ＰＧＭＥＡ，シクロヘキサノール，イソプロピルアルコール（ＩＰＡ
），アセトン，アルコール，及びＭＥＡから成る群から選択された材料を有する洗浄流体
の利用を含み得る。洗浄工程の実行は、結像レンズ，基板テーブル，及びリソグラフィ装
置の流体モジュールのうち少なくとも一つを洗浄することを含み得る。洗浄工程の実行は
、乾燥手順を含み得る。前記方法は、露光工程の実行前に結像レンズと基板との間の空間
の間で液浸流体を分注（調合）することをさらに含み得る。露光工程の実行は、半導体ウ
エハの露光を含み得る。
【００６３】
　前述のものは、当業者がその後の詳細な説明をよく理解し得るように、いくつかの実施
例の特徴を概説している。当業者は、彼らが、同じ目的を達成する及び／又はここで紹介
された実施例の同じ効果を果たすために、他の工程及び構造の設計又は変更の基礎として
本開示内容をすぐに利用し得ることを理解すべきである。また、当業者は、このような同
等の構成が本開示内容の技術的思想と適用範囲を逸脱せず、彼らが本開示内容の技術的思
想と適用範囲を逸脱しないで様々な変更，置換及び改変をなし得ることを、明確に理解す
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べきである。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける実施例の概略図で
ある。
【図２】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概略
図である。
【図３】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概略
図である。
【図４ａ】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概
略図である。
【図４ｂ】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概
略図である。
【図５】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概略
図である。
【図６】洗浄モジュールへ組み込まれた洗浄ユニットにおける実施例の概略図である。
【図７】洗浄モジュールへ組み込まれた洗浄ユニットにおける別の実施例の概略図である
。
【図８】洗浄モジュールへ組み込まれた洗浄ユニットにおける別の実施例の概略図である
。
【図９】洗浄モジュールへ組み込まれた洗浄ユニットにおける別の実施例の概略図である
。
【図１０】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概
略図である。
【図１１】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムにおける別の実施例の概
略図である。
【図１２ａ】液浸リソグラフィシステムの様々な構成を洗浄するために図１乃至図１１の
洗浄モジュールの一つを使用した実施例の概略図である。
【図１２ｂ】液浸リソグラフィシステムの様々な構成を洗浄するために図１乃至図１１の
洗浄モジュールの一つを使用した別の実施例の概略図である。
【図１２ｃ】液浸リソグラフィシステムの様々な構成を洗浄するために図１乃至図１１の
洗浄モジュールの一つを使用することに関する別の実施例の概略図である。
【図１３ａ】様々な動作モードにおける図１乃至図１１の洗浄モジュールの一つを使用す
る液浸リソグラフィシステムの洗浄に関する実施例の概略図である。
【図１３ｂ】様々な動作モードにおける図１乃至図１１の洗浄モジュールの一つを使用す
る液浸リソグラフィシステムの洗浄に関する別の実施例の概略図である。
【図１３ｃ】様々な動作モードにおける図１乃至図１１の洗浄モジュールの一つを使用す
る液浸リソグラフィシステムの洗浄に関する別の実施例の概略図である。
【図１４ａ】図８の洗浄モジュールを洗浄するためのシステムにおける実施例の概略図で
ある。
【図１４ｂ】図８の洗浄モジュールを洗浄するためのシステムにおける別の実施例の概略
図である。
【図１５】洗浄モジュールを具備する液浸リソグラフィシステムを洗浄するための方法に
おける一実施例のフローチャートである。
【符号の説明】
【００６５】
　100，200　液浸リソグラフィシステム
　110　基板テーブル
　120　レンズシステム
　130　液浸流体保持モジュール
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　132ａ，132ｂ，134，136　開口部
　150　超音波ユニット
　160，210，210ａ　洗浄流体供給器
　170　ヒーター
　220，220ａ　洗浄流体排液器
　300，400，500　リソグラフィシステム
　310，410，510　分離洗浄モジュール
　610　噴出器
　620　構成
　630　ガス，液体
　640，740　粒子
　700　静電洗浄モジュール
　710，720，730　板体
　725，735　導電性板体
　750　帯電ガス，粒子
　800　洗浄スクラバー
　810　洗浄ヘッド
　820　ホルダ
　830　連結装置
　840　モータ
　850　超音波ユニット
　860　洗浄流体供給器
　862ａ，862ｂ，862ｃ　入口
　864ａ，864ｂ，864ｃ　バルブ
　900　洗浄噴出器
　1000，1100，1210　洗浄モジュール
　1010　洗浄フレーム
　1012　パージガス送出システム
　1014　吸引排液システム
　1020　洗浄ユニット
　1220　ウエハ
　1410，1430　洗浄タンク
　1412　化学物質入口
　1420　洗浄溶液
　1500　方法
　1502，1504，1506，1508，1510　ステップ
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